AMPLIFICATORI MULTISTADIO
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1° Metodo
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V—"": guadagno di tensione dello stadio k-esimo calcolato considerando un generatore di
ik

pilotaggio ideale (resistenza nulla) e considerando come resistenza di carico la resistenza di
ingresso dello stadio (k+1)-esimo (vedi figura)
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2° Metodo
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Vﬂ: guadagno di tensione a vuoto dello stadio k-esimo calcolato considerando come
ovk-1

generatore di pilotaggio il generatore equivalente secondo Thevening dello stadio
(k-1)-esimo (vedi figura)
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AMPLIFICATORI MULTISTADIO: ESEMPIO #1
VCC

C,

I Q1 ! +
Vo
T :

+

MODELLO DINAMICO EQUIVALENTE: C-E in cascata con un C-D
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MODELLO DINAMICO EQUIVALENTE LINEARIZZATO
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Parametri dei modelli linearizzati validi ai piccoli segnali:
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Guadagno dello stadio C-E: % =-g..R.,
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2° Metodo
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Attenuazione di uscitas —2 = L = 9m
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Guadagno a vuoto dello stadio C-D: Yoz -
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Guadagno a vuoto dello stadio C-E: V°V1 =—g
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